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１．概要（Summary） 

ナノインプリント用微細ニッケル金型を製造するために、

マスター表面に金属シード層を造る必要がある。 このシ

ード層を造る方法として、無電解メッキ、スパッタが実施さ

れている。 無電解メッキのシード層の問題点は、触媒と

して使用しているパラジウムが微細になりにくく、ナノサイ

ズでは、欠陥が多く発生することである。 また高アスペク

ト比のマスターに対しては、溝底をシード層で覆うことが難

しい、これはスパッタでも同じ問題である。 自己組織化

単分子膜（SAM）とパラジウムイオンを反応させ、無電

解ニッケルメッキ+電解ニッケルメッキで欠陥の少ない微

細金型を製造する方法をテストする。本検討ではさまざま

なナノパターへの SAM プロセスの応用を目指し、微細

パターンとしてアルミナナノパターンを用いた。 

 
２．実験（Experimental） 
(1) SiO2微細マスターの表面に SAM をつける。トルエ

ン に 溶 解 し た 1.2 wt ％ 3 － （ 2 － （ 2 －

aminoetylamino Ethylamino) propyl-trimethoxysilane 

(TAS) を 60 ℃で 10 分間処理する。 

(2) 塩酸にパラジウムを溶解した液に SiO2 マスター

を浸漬する。SAM 表面で Pd 分子が共有結合する。 

(3) SiO2マスターを無電解ニッケルメッキ液に浸漬す

る。 パラジウムが触媒となり、無電解ニッケルメ

ッキが SiO2マスター表面を覆う。 

(4) 無電解メッキがついた SiO2 マスターに電解ニッ

ケルメッキを行い、ニッケル金型を製造する。 

(5) SiO2マスターとニッケル金型を剥離する。 

(6) 比較用として、今までの無電解メッキ製造方法の

Sn－Pd 法を使用して SiO2マスターより、ニッケ

ル金型を製造した。 

(7) 金型表面が SiO2 マスターを精密に転写している

かを電子顕微鏡で観察比較する。 

析出挙動解析には電気化学測定装置（HZ-5000），
形態観察は電界放出型電子顕微鏡（FE-SEM）を用い

た． 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
Ｆｉｇ. 1 にナノパターン付きアルミナを型とし、SAM-無

電解 Ni-電解 Ni めっきを行い、作製したナノ構造例を示

す。SAM を用いたることにより欠陥が少なく、精密な転写

のナノパターンが形成できることを確認できた。また、モー

ルドからの離型が容易であることも確認できた。 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1 Replicated Ni electroforming nano-structure 
from alumina master mold with nanopatterns.  
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